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 [はじめに] 

CMOS イメージセンサーに強い光を入射させた場合、残像が見られることがある。この原因

の一つとして、フォトダイオードポテンシャルウェル中の欠陥準位による光電子のトラップが

ある。今回残像を起こすトラップ欠陥を同定にするために、デバイス形成領域の酸素濃度、ボ

ロン濃度及び、シンターアニール時間との関係を調査した。 

[実験] 

  デバイス形成領域の酸素濃度は、基板からの酸素の拡散を熱処理により、もしくは酸素イオ

ン注入により調整した。ボロン濃度については、ポテンシャルウェル形成工程のイオン注入の

ドーズ量により調整した。各条件で試作したセンサーは、以下の Fig. 1 の測定シークエンスを

用いて、光照射後の残像電子数を評価した（Fig. 2）。 

[結果] 

Fig. 3、Fig. 4、Fig. 5にシリコン基板の酸素濃度、ボロン濃度及び、シンターアニール時間と

残像電子数の関係を示す。いずれも光消灯後、1.75秒経過後の残像出力を比較したものである。

残像電子数は、デバイス形成領域の酸素濃度、ボロン濃度、シンターアニール時間に強く依存

することが判明した。これらの残像を起こすトラップ欠陥の特性について、当日報告する予定

である。 
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